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1. Narišite sliko energijskih nivojev v silicijevem vzorcu, ki je dopiran s primesmi fosforja (fosfor 

ima pet valenčnih elektronov). Koncentracija primesi fosforja v vzorcu znaša 1,5·1017 cm-3. 
Izračunajte energijsko razliko med dejanskim in intrinzičnim Fermijevim nivojem (v enotah eV) 
in jo označite na sliki energijskih nivojev.
(Podatki: EG = 1,12 eV, T = 297,8 K, µn = 1300 cm2/Vs, µp = 450 cm2/Vs) 
(Rešitev: EF – EFi = 424 meV) 

2. Za dani napetostni stabilizator z bremenskim uporom Rb izračunajte spremembo izhodne 
napetosti ∆Uizh, če se vhodna napetost Uvh spreminja med 8 V in 12 V. 
(Podatki: UZ0 = 5,6 V, rz = 20 Ω, R = 100 Ω, Rb = 500 Ω) 

 
 
 
 
 
 
 

 (Rešitev: ∆Uizh = 0,161·∆Uizh, ∆Uizh = 644 mV) 
 
3. V danem vezju z npn tranzistorjem določite bazno upornost RB tako, da bo napetost na 

kolektorskem uporu RC enaka UCC/2. Tranzistor se nahaja v aktivnem področju. 
(Podatki: αF = 0,99, UBB = UCC = 12 V, RC = 10 kΩ, UBE ≈ 0,7 V) 
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 (Rešitev: IC = 600 µA, β = 99, IB = 6,06 µA, RB = 1,86 MΩ) 
4. Izračunajte admitančna četveropolna parametra y21 in y22 spojnega FET-a, ki deluje v delovni 

točki z UGS = −2.0 V v področju nasičenja in ga pri krmiljenju z majhnimi visokofrekvenčnimi 
signali s frekvenco f = 10 MHz lahko nadomestimo z danim nadomestnim vezjem. 
 
Podatki: 
UP = −4 V 
IDSS = 16 mA 
Cgs = 10 pF 
Cgd = 2 pF 

 
 
 
 (Rešitev: y21 = 4 mS – j126 µS, y22 = – j126 µS) 
 
Pišete 60 minut, dovoljena je uporaba lista z osnovnimi enačbami in konstantami. 
Rezultati bodo objavljeni predvidoma do ponedeljka, 10. 2. do 12. ure v Študijskem inf. sistemu. 
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